S. Bolim:
BJT DC Ongerilimleme



Ongerilimleme

Transistoriin =~ diizgiin  bir  sekilde  c¢alismasi  icin
ongerilimlenmesi gerekir. DA calisma noktasim1 olusturmak
i¢in bir¢ok yontem vardir.

Ongerilimleme kavrami, transistoriin AA giris sinyallerini
yiikseltebilmesi icin iletime gecirmek iizere DA gerilim
uygulanmasini ifade eder.



Cahsma Noktasi

DC giris gerilimi calisma ya da siikunet noktas: olarak
tanimlanan bir Q-noktas: olusturur.
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Ongerilimleme ve U¢ Cahisma Durumu

 Aktif ya da Dogrusal Calisma Bolgesi
Beyz—Emiter jonksiyonu ileri 6ngerilimli
Beyz—Kollektor jonksiyonu ters dngerilimli

» Kesim Bolgesi
Beyz—Emiter jonksiyonu tersongerilimli

e Doyum Bolgesi
Beyz—Emiter jonksiyonu ileri 6ngerilimli
Beyz—Kollektor jonksiyonu ileri ongerilimli



DC Ongerilim Devreleri

Sabit Ongerilim devresi
Emiter direncli ongerilim devresi
Kollektor-Emiter cevresi

Betadan Bagimsiz ongerilim devresi (Gerilim Boliicii

devre)

Gerilim ger1 beslemeli DC ongerilim devresi



Sabit Ongerilim Devresi
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Beyz-Emiter Cevresi

Kirchhoff’un gerilim kanununa gore:

+Vee — IgRg = Ve =0

Beyz akiminin hesaba:

| - Ycc — VBE
B = R




Kollektor-Emiter Cevresi

Kollektor akima:
| . =Plp

Kirchhoff’un gerilim kanununa
gore:

Vce =Vee - IcRe




Transistor Doyum Seviyesi

Transistor doyum bolgesinde ¢alistirildiginda, transistorden
gecen akim maksimum akim olarak ifade edilir.

Vcc
Rc

| Csat =

Vcg =20V



Yiik Cizgisinin Analizi

b

Yik cizgisinin sinir degerlert:
ICsat
0 lc =V /R: / - |
0 Vg=0V i =0 : 5o

* VCEcutoff \”_ \_,; Load Kine

0 Ve = Ve T —— T >
0 lc.=0mA —0mA

Q-noktasi belirgin ¢calisma noktasidir. Bu noktada:

* Rgdegeri Iz akim degerini belirler
* |g ve yiik ¢izgisi kesisir

* Buna bagli olarak Vg ve |- deger1 belirlenir. 0



Q-Noktasimin Etkileyen Devre Degerleri
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Emiter Direncli Ongerilim Devresi

Emiter devresine bir direng eklenmesi (Rg) ongerilim akimini
kararli hale getirir.
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Beyz-Emiter Cevresi

Kirchhoff’un gerilim
kanunundan:

+VCC _IERE _VBE_IERE =0

Il = (B + 1)l olduguna gore:

Vee - 18R - (B+1)IgRg =0

|5 hesaplanirsa:

__ Vcc -VBE
5 " Rp +(B+1)RE
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Kollektor-Emiter Cevresi

Kirchhoff’un gerilim

kanunundan : s
+IERE+VCE+ICRC_VCC=O Re #IC
| = | olduguna gore : + "
VCE( ) - Vec
Vce =Vce —Ic(Re +REg) A -
+
Ayn1 zamanda: R:Q |
Vg = IgRg |
VC=VCE+VE=VCC_ICRC %

Vg =Vcc - IrRRp =VRg + VE



Arttirilms Ongerilim Kararhhg
Emiter devresine bir direng eklenmesi (Rg) ongerilim akimini
sabit hale getirir.
Kararlilik, transistorin Beta () degerinin ve calisma

sicakliginin genis bir araliginda 6n gerilim devresinde akim
ve gerilimin sabit kalmasin1 ifade eder.
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Doyuii Seviyesi

VCC r 3 .IrC
Re
Vee
RC+ RE
‘rcsat
Vee=0Vv
\€Djm Iy 5

Rg E \

0 Vcc VCE

Egrideki u¢ noktalar yiik ¢izgisinden belirlenebilir.

VCEcutof I Csat:
;. Vce=Vcc Vce =0V
IC =0mA VCC
lc =————
RC + RE
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Betadan Bagimsiz Ongerilim Devresi

Bu devrede ongerilim
akimi ¢ok kararl
durumdadar.

Akim ve gerilimler
neredeyse 3
degisimlerinden
bagimsizdir.
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Yaklasik Analiz

Iz << ve I,vel, =1, :o0ldugu
kabul edilirse:
_ RaVcc
BT R +R,
BRe > 10R, iken:

e

- =
ERE

Vee

VE =V —VBE

Kirchhoff’un gerilim
kanunundan :

Vce =Vee -IcRc - 1ERE

IE = IC
Vce =Vce-lc(Re +RE)
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Gerilim Boliicii Ongerilim Analizi

Transistor Doyum Seviyesi
Ve
RC + R =

I Csat = I Cmax =

Yiik Cizgisi Analizi
Kesim: Doyum:
Vce =Vcce o = Vec
R~ +R
lc =0mA CTTE

Vcg =0V
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Gerilim Geri Beslemeli DC Ongerilim Devresi

Ongerilim devresinde kararlilig1 arttirmanin bir diger yontemi
Ise, kollektor-beyz arasina bir geri besleme yolu eklemektir.

Bu ongerilim devresinde Q-noktasi transistoriin betasina ¢ok
diisiik derecede bagimlidr.
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Beyz-Emiter Cevresi

Kirchhoff’un gerilim kanunundan :

Vee —l1cRc - 18R —VBe —IERE =0

|5 << | olduguna gore:

|’C=|C+|B=|C Vee =

I = Blg ve Iz = I, oldugu bilindigine gore ¢evre
denklemi yeniden diizenlenirse:

Vee —BlgRc - 1R = Ve —BIgRE =0 =

Buradan Ig:

__ Vec—VBE
Rg +B(Rc +REg)

Is
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Kollektor-Emiter Cevresi

Kirchhoff’un gerilim kanunu

uygulanirsa :
le+ Ve + I'Re =V =0

|’ = 1 ve | = Blg olduguna gore:

lc(Re + gre) + Vg — Ve =0

Vg hesaplanirsa:
Vee = Vee — Ie(Re + Rg)
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Beyz-Emiter Ongerilim Analizi

Transistor Doyum Seviyesi

o] __Vcc
Csat Cmax RC + RE
Yiik Cizgisi Analizi
Kesim: Doyum:
VCE = VCC | . = VCC
C™ R~+R
IC = 0mA C E

Vcg =0V
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Transistor Anahtarlama Devreleri

Sadece DC kaynak uygulanan transistorler elektronik anahtar
olarak kullanilabilir.

3w
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Anahtarlama Devresi Hesaplari

Doyum Akimu:
| cont = Vee
Sat R C L [ (mA)
Doyum saglamak igin: .., "f o
I C t s % 50 A
IB > 22l SF._ KIITEY
BdC 1 r_,_ \\ M) A
- 1{___ \ 20 A
Doyum ve kesimde 1l =
emiter-kollektor direnci: e
VCEsat =
Rsat = I
Csat
Vcc
Rcutoff = I
CEO
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Anahtarlama Siiresi

Transistor "on" Transistor "off”
e * 4
Transistoriin anahtarlama ple ;
L00% ;

surelert: s

ton =1t +1g

torf =5 + 15 L]
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Anriza Arama Yontemleri

Yaklasik gerilim degerleri

— Silisyum transistor i¢in Vge = 0.7 V

— Ve =2 Ve 'nin %25 ile %75°1 arasinda olmalidir.
Acik ve kisa devre noktalarinin ohmmetre ile ol¢timii.
Lehim noktalarinin kontrolii.
Transistoriin beta ve diger degerlerinin test edilmesi.

Yiik ya da takip eden baglantilarin transistor parametlerini
degistireceginin g0z oniinde bulundurulmasi.
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PNP Transistorler

PNP transistorlerin ongerilim analizleri de ayn1 npn tipi
transistorlerdeki gibidir. Aralarindaki tek fark akim yonlerinin
ters olmasidir.
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